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A method of formation of nanostructured template-buffer layers on the sil-
icon substrates based on ultra-thin nanoporous anodic alumina matrixes with 
III-nitride nanostructures for epitaxial growth of low defect GaN layers has 
been developed. It consists of a sequence of several operations - forming of 
anodic alumina matrix without barrier layer on the wafer surface, filling of the 
AOA pores by nitride nanoparticles, surface planarization and epitaxial growth 
of GaN film on the smooth surface. The local and selective epitaxial growth of 
III-nitride nanostructures in anodic alumina pores of size less than 50 nm al-
lows obtaining of the GaN nanolayers characterized monocrystallinity with 
low dislocation density. 

 
Нитрид галлия, как и другие соединения группы А3В5, является од-

ним из основных материалов для светоизлучающих устройств ультрафи-
олетового спектрального диапазона и высокочастотных мощных прибо-
ров. Цель настоящей работы состояла в создании на кремниевых подлож-
ках наноструктурированных темплетно-буферных систем, состоящих из 
модифицированной матрицы анодного оксида алюминия (АОА) с синте-
зированными в порах три-нитридными наноструктурами.  

В результате проведенных исследований разработана технология 
формирования темплетно-буферных слоев на кремниевых пластинах для 
минимизации дефектов в выращиваемых на них эпитаксиальных слоях, 
последовательность технологических операций, формирования которых 
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схематично показана на рис. 1. Сначала на поверхности кремниевой пла-
стины методом двухстадийного электрохимического  
анодирования напыленного в вакууме слоя алюминия создавали нанопо-
ристую матрицу из модифицированного слоя АОА заданной толщины с 
размерами пор менее 50 нм и удаленным барьерным слоем [1]. Затем ме-
тодом гидридной газофазной эпитаксии в порах АОА осуществляли се-
лективный эпитаксиальный рост нитрида галлия, предварительно форми-
руя низкотемпературный буферный слой, на котором выращивали высо-
котемпературный нитрид галлия. После формирования наноструктур 

GaN в порах АОА с его поверхности 
удаляли внешний слой GaN методом 
ПХТ, и проводили повторный синтез 
нитрида галлия на сглаженной поверх-
ности. Низкая размерность нанострук-
тур и использование низкотемператур-
ного буферного слоя GaN позволило 
минимизировать плотность структур-
ных дефектов в наших образцах. Рент-
геноструктурный анализ показал что, 
наноструктуры GaN в порах АОА яв-
ляются монокристаллическими с непо-
лярной а-ориентацией, на дифракто-
граммах обнаружен единственный ре-
флекс при 2θ = 57,77°, что очень близко 
к рефлексу от кристаллографических 
плоскостей. Полуширина двукристал-
лической рентгеновской линии соста-
вила ~ 450 arcsec, что свидетельствуют 
об относительно низкой плотности де-
фектов кристаллической структуры и 
связанных с ними дислокаций [2]. Та-
кая темплетно-буферная система спо-
собна обеспечить согласование реше-

ток и способствует формированию низкодефектных эпитаксиальных сло-
ев на кремниевых подложках для создания на них монолитных инте-
гральных схем нового поколения.  
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Рис. 1.  Последовательность  
технологических операций  

формирования темплетно-буферных 
слоев на основе АОА на поверхности 

кремниевых пластин 
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